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１．概要（Summary） 

原子レベル近傍に達した既存の Si 系デバイスの微細

化により、トンネル電流によって電流リークが起きるなど、

無視できない問題が発生している。さらに、既存の回路に

は電圧を掛け続けなければ情報が喪失してしまう揮発性

の問題もある。これら問題点を克服するために、これまで

のノイマン型演算に固執しない、根本的な新材料および

それを用いた新規的な回路が必要とされており、その一

つの解として、硫化銀を用いた原子スイッチ[1]に着目し

た。この原子スイッチの原理を応用し、銀-硫化銀コアシェ

ルナノ粒子を用いてランダムネットワークを形成させること

を目指し、北九州市学術研究都市共同研究開発センタ

ーの設備を利用して微細加工を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザービーム描画装置、スピンコーター、マスクアラ

イナー、ステッパ、電子顕微鏡、比抵抗測定器 

【実験方法】 

共同研究開発センター内のリソグラフィ装置群を用い、

新型デバイスの為の電極を作製した。設計した電極のパ

ターンを、電子ビーム露光装置を用いてシリコン基板上の

レジストに描画現像後、Al を蒸着した。誘電泳動法により、

作製した電極の中央部に粒子を凝集させた。対向する 2

電極に 0.5Vppおよび5.0Vpp 1MHzで交流電圧を印加

し、滴下して乾燥させた。得られたデバイスに共同研究開

発センター内の比抵抗測定器を用いて、IV測定を行った。

IV測定測定は-5～5Vの二方向測定、+0～5Vの一方向

測定を 100回、-5～5Vの二方向測定の順で行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 400nmで設計した電極の中央ギャップ幅は350nmとし

て得られた。SEM 観察の結果、0.5Vpp および 5.0Vpp

のいずれの場合も、中央部に集合体が作製できたことを

確認した。I-V測定では 0.5Vppおよび 5.0Vppの両者で

100回スイープ中に電導性変化がみられた。これはAg粒

子が架橋と切断を繰り返したことが考えられる。さらに 100

回スイープの前後で二方向測定の電導性変化がみられ

たことから、一部の粒子が Ag 架橋したことによるものと考

えられる。これらはリザーバ演算への応用が期待できる。 

 
Fig.1 SEM image of designed 8 electrode. 

 
Fig.2 SEM image of the device after 

Dielectrophoresis. 
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